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特集 「電子顕微鏡法による材料開発のための微細構造研究最前線(5)」
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Fig.1ウ エ ーハの構造.初 期

SiGe層 は 臨 界 膜 厚 以

下 である.
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Fig.2異 な る 回 折 条 件 で 得 ら れ た 転 位 の 暗 視 野 像(a) g=020,(b) g=200,

(c) g=220,(d) g=220.

(a) (b)

Fig.3(a)ひ ず みSi/SiGe界 面,(b)SiGe/SiO2界 面 の高分解能像.い ずれ も入射 電子線 方向は[110].

微細化に替わ る新 しい半導体 デバ イス高性 能化 の手

法 として,Si-Ge固 溶体(SiGe)上 にSiを 完全整合状

態 で積 層す る こ とに よりSiの バ ン ド構造 を制御 して

電子の高速移動を可能にす るひずみシ リコン技術が注

目されてい る(1).し か し,SiとSiGeの 格子定数差 に

よって発生す る応力を緩和 す るために導入 され る転位

が電子の高速移動の障害 とな ってお り,転 位密度の低

減 が必要であ る.一 方,半 導体 デバ イスの省電力化 の

ため には リー ク電流 の低減化 が必要 であ り,SiO2と

その上部 に成長 させた薄膜 との界面 は原子 レベルで平

坦 で あ る こ とが望 まれ てい る.本 研究 で は,Fig.1

に示す構造 を もつ ウエーハについて転位構造 とヘテ ロ

界面構造 を明 らかにす ることを 目的 として,透 過型 電

子顕微鏡 による平面 と断面観察 を行 った.

平面観 察 の結果,Fig.2に 示 す全 長約50nmのU

字型の転位が観 察された.二 波励起 暗視野 法を用 いて

転位 の構造解析 を行 った結果,図 中の転位は<011>の

成分 を有す るバーガース ・ベ ク トル をもつ ことが分 か

った.ま た,断 面観 察の結果,Fig.3に 示 す ように

ひず みSi/SiGe界 面 は整合 界面 であ るこ と,ま た,

SiGe/SiO2界 面 は原子 レベル で平坦 な界面 である こと

が明 らか とな った.
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